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证券研究报告·行业动态 

MFC、空白掩膜版、静电卡盘：半导体

设备零部件国产化斜率最高方向 
 

核心观点 

本轮半导体景气周期由 AI 需求驱动，全球存储厂盈利与资本开

支同步创出历史新高，扩产力度超过以往任何一轮周期，其中设

备零部件需求兼备扩产与存量替换需求；供给端国内设备整机厂

与主产业链已具备全球影响力，但细分零部件与材料成为产业链

最后攻坚堡垒；当前外部政治环境复杂，出口管控力度升级，交

期不断拉长；国家大基金三期定向投向半导体设备零部件与材

料，加大本土孵化力度； 我们以国产化剪刀差、垄断强度为标准，

认为 MFC、空白掩膜版、静电卡盘产业链具备更高国产化斜率。 

摘要 

需求端，AI 需求驱动半导体进入超级周期，全球扩产力度均显著超过历

史周期。据 TrendForce，26Q2 全球六大存储厂商经营利润率集体超过

70%；全球 DRAM 销售额达 1547 亿美元，环增 60%，晶圆厂高盈利下

大幅规划资本开支，需求沿设备、零部件与材料链条逐级传导。国内随

着 “两长”陆续上市并规划大额资本开支，其中长鑫存储 IPO 募资 295 亿

元，推动国内设备在手订单大幅增长，进而传导至关键设备零部件及耗

材的采购需求。 

 

供给端，设备整机厂已具备全球影响力，核心零部件材料、核心耗材成

为最后攻坚堡垒，政策及市场化驱动国产替代动力远超此前。据

TrendForce 统计，国内半导体整机国产化率已约 35%，零部件与材料成

为产业链“最后一公里”。近年来国际政治环境愈发复杂，各国出口管

制持续升级；其中，中国稀土管控收紧，使得海外相关材料交期进一步

拉长，反向加速国产厂商验证与放量；大基金三期 3440 亿元约 70%投

向设备与核心材料，政策与市场驱动国产替代进入加速阶段。 

 

半导体设备零部件均兼备扩产与存量替换需求，需求弹性属于“三阶

导”，我们以国产化剪刀差、日本垄断程度为标准，锁定景气度较高的

环节：（1）质量流量控制器（MFC） ：日本 Horiba、美国 MKS、Brooks 

垄断 90% 以上、交期长达 1 年，高凯、华丞等加速放量、万讯验证推

进中；上游压电陶瓷被京瓷、NEC 等垄断 95% 以上，供应不断收紧，

星源材质收购邦瓷电子成为国内唯一量产半导体压电陶瓷厂商。（2）空

白掩膜版（Blank Mask）：日本豪雅、信越、AGC 等垄断 90%以上，聚

和收购韩国 SKE 相关资产成为国内唯一量产 DUV 厂商；随着晶圆厂

in-house、第三方 Mask Shop 产能相继释放，带动本土替代需求。（3）

静电卡盘（ESC）：美系设备厂捆绑设备销售；单独销售日本 NGK、新

光电气、TOTO、NTK 等垄断全球 85%以上；国产珂玛科技、江丰电子

率先通过设备厂验证；上游氮化铝等陶瓷粉体被日本德山、住友等垄断，

由于氧化钇等稀土管控升级，日本交期不断拉长，国产化斜率更陡峭。 
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动又一轮 AIDC 电源上升周期——

电新行业每周观察 

26.09.02 

【中信建投电力设备及新能源】:

景气兑现但压低估值，寻找需求的
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半导体迎来超级景气周期，供需缺口不断扩大，核心零部件及材料迎

来国产化加速契机 

1、需求：AI驱动全球半导体进入超级周期，扩产力度均显著大于历史周期 

本轮扩产的核心指引来自 AI，芯片与存储供不应求是周期起点，盈利端率先验证超级周期强度。AI 服务

器单机内存需求为普通服务器的 8 至 10 倍，硅片消耗量为普通服务器的 3.8 倍；HBM 堆叠层数从 8 层提升至

16 层以上，光刻工序与上游材料单位用量随之成倍增加。高端产能向 HBM 与 DDR5 倾斜，挤占通用 DRAM 与

NAND 出货，全行业出现结构性缺货与涨价。据日经新闻 2026 年 9 月 11 日报道，26Q2 全球六大存储厂商经营

利润率集体超过 70%，其中长鑫 82%、美光 80%、SanDisk 78%、SK 海力士 76%、铠侠 74%、三星半导体 70%。

据 TrendForce，26Q2 全球 DRAM 销售额达 1547 亿美元，环比增长 60%，奠定大规模资本开支基础。 

图表1： 2Q26 全球 DRAM 供应商营收环比持续高增，其中长鑫份额提升较快，其资本开支有望大幅增长 

类型 

营业收入（百万美元） 市场份额 

26Q2 26Q1 环比 26Q2 26Q1 

三星 60,981 37,323 63% 39.40% 38.50% 

SK 海力士 38,590 27,982 38% 24.90% 28.80% 

美光 36,000 21,750 66% 23.30% 22.40% 

长鑫存储 14,624 7,339 99% 9.50% 7.60% 

南亚科 2,612 1,552 68% 1.70% 1.60% 

华邦电 998 568 76% 0.60% 0.60% 

力积电 115 43 168% 0.07% 0.04% 

其他 808 444 82% 0.50% 0.50% 

合计 154,728 97,001 59.50% 100.00% 100.00% 
 

资料来源：TrendForce，中信建投 

全球晶圆厂正经历一轮由 AI 算力需求驱动的超强投资周期，全球半导体扩产共振。《300mmFabOutlook》

显示，2025 年全球 300mm 晶圆厂设备支出首次突破 1000 亿美元，同比增长 7%；2026-2028 年三年合计设备支

出将达 3740 亿美元。分领域看，Logic/Micro 领域以 1750 亿美元的设备投资总额领先，核心驱动力是 2n m 以下

制程产能建设及 GAA 晶体管结构、背面供电技术的导入；Memory 领域以 1360 亿美元位居第二，其中 DRAM

相关设备投资预计超 790 亿美元，3DNAND 投资达 560 亿美元。 

（1）海外方面，三星 26H1 资本开支已达 28.1 万亿韩元，平泽 P4 年内全面运转，P5 加速建设，龙仁集群

首座工厂运营时点由 2030 至 2031 年提前至 2029 年；SK 海力士通过 ADR 融资 265 亿美元；美光广岛扩建获

日本政府最高 5000 亿日元补贴。（2）国内方面，长鑫存储 2026 年 7 月 IPO 募资 295 亿元；长江存储武汉三厂

设备连接，晋华重回扩产轨道，长鑫新一轮扩产框架有望年底与设备厂商落定，而晶圆厂产能扩张直接转化为

设备订单、原材料消耗的需求弹性。 
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图表2： 全球存储厂商 26Q2 经营利润率与扩产动作 图表3： 2023-2028 年全球 300mm晶圆厂设备投资增长强劲 

 
 

数据来源：长鑫科技，美国，SanDisk，SK海力士，铠侠，三星，

中信建投 

数据来源：SEMI，中信建投 

2、供给：核心零部件与材料成为最后攻坚堡垒，国产替代斜率加速向上 

国内是本轮全球 12 英寸扩产主力，节点集中于 28-55nm，整机国产化率 35%，设备整机与主链已具备全

球竞争力。中芯国际 Fab9A 进入爬坡，全年预计新增约 4 万片/月 12 英寸产能；华虹 Fab9 设备搬入，规划新增

8.3 万片/月；长鑫存储全年扩产 5-6 万片/月，对应设备采购 50-60 亿美元；长江存储三期推进 200 层以上 NAND，

设备安装已启动；晶合集成四期总投资 355 亿元，规划月产能 5.5 万片。目前芯片设计、晶圆制造、封测等主产

业链环节率先突破；设备环节北方华创、拓荆科技、华海清科26H1 末合同负债同比高增，在手订单饱满，部分

产能已被核心客户提前锁定；中芯国际26Q1 产能利用率达 93.1%。 

图表4： 国内半导体设备公司存货持续增长 图表5： 国内半导体设备合同负债出现拐点 

  

数据来源：北方华创，中微，拓荆，华海清科，中信建投 数据来源：北方华创，中微，拓荆，华海清科，中信建投 

 

    本轮国产替代斜率加速，周期不同于此前，主要是政治不确定性、叠加供应链偏紧加速推动。此前半导体

核心零部件及材料仍受海外垄断，但国产化速度仍较慢。国产替代主要靠性价比与政策补贴驱动，晶圆厂导入
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意愿低，验证周期长达 3 至 5 年；但随着全球半导体进入大幅扩产阶段，供应链愈发紧张，叠加政治环境更为

复杂，国产替代进度加速阶段。国内晶圆厂已主动将国产材料采购列为软性考核标准之一，成熟制程优先导入，

先进制程加速验证。 

政策驱动因素：对华出口管制升级，供应安全催生本土替代的刚性需求 

    由于美对华半导体出口管制措施自2022 年起持续升级，管制范围由设备向材料、软件、HBM 等领域持续延

申，并联合日本、荷兰协同限制，跨境供应由“概率风险”加码为“政治约束”。国产企业一旦通过验证进入

供应链，放量确定性和下持续性显著增强。 

    国家大基金三期重心转向关键设备零部件及材料，国产替代成为战略任务。十五五规划纲要 2026 年 3 月将

半导体关键材料列为科技自立自强核心工程，首次给出量化目标：到 2030 年 12 英寸硅片实现全面自主供应；

ArF 与 KrF 光刻胶配套核心树脂、单体国产化率突破 50%；电子特气、高纯靶材等通用基础材料自给率提升至

60%。资金端，总规模 3440 亿元的大基金三期投资结构显著调整，约70%投向半导体设备与核心材料，加大攻涂

胶显影、键合设备、量检测设备、光掩模基板、高纯靶材、高端电子特气等高度依赖进口的材料和零部件。 

图表6： 半导体政策资金时间轴：美对华出口管制范围持续扩大，国家大基金三期 3,440 亿聚焦卡脖子环节。 

 
资料来源：中信建投绘制 

市场驱动因素：需求暴增遇上海外供应收紧，成为国产替代的最强催化剂 

     由于材料、设备零部件订单指引相对滞后于晶圆厂，同时，由于绝大多数细分领域主要被日企高度垄断，

其扩产往往相对保守且克制，且优先保障海外设备及晶圆厂，因此对本土供应成为国内晶圆厂保障供应链的唯

一选择，验证周期被前所未有地压缩，晶圆厂从此前排队验证转为主动上门找国产测试。据2026 年中报，彤程

新材 26H1 半导体光刻胶及配套试剂营收2.86 亿元，同比增长 50%，其中 ArF 及 BARC 产品同比增长近 300%；晶

瑞电材 ArF 高端光刻胶销量及销售额同比增长近300%，实现多家客户批量供应；南大光电6 款 ArF 产品通过中

芯国际、长江存储、华虹、长鑫全流程验证，28nm 浸没式量产良率达 99.7%并获百吨级订单；鼎龙股份潜江 300

吨每年高端晶圆光刻胶项目投产。 
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图表7： 国内主要设备零部件及材料企业验证及放量加速 

 

资料来源：鼎龙股份，安集科技，彤程新材，南大光电，聚和材料，沪硅股份，中信建投绘制 

    日本在核心原材料环节的绝对垄断，扩产相对谨慎，且优先保障海外客户交付，使其成为国产半导体产业

链最大的卡脖子来源。全球 19 种核心半导体材料中，日本在 14 种上占据全球第一的市场份额，拥有约 76 项

市占率超过 70%的绝对垄断技术。光刻胶领域，东京应化、JSR、信越化学等日企合计占据全球 90%以上份额；

超高纯电子级氢氟酸方面，Stella Chemifa、大金工业等占据全球 80%至 90%的市场。2025 年 11 月，日本修

订《出口贸易管理令》，将 ArF 与 EUV 光刻胶纳入出口管制清单并实施逐案审批，审批周期由 30 天延长至 90

天，约 110 家中国半导体企业被列入重点核查清单，供应不确定性显著上升。 

   中国在资源端反制能力同步增强，产业链话语权正从被动应对转向主动，稀土管控升级，创造核心原材料、

零部件及耗材的国产加速绝佳机遇。中国主导全球关键矿产冶炼供给，原镓产量占全球约 98%，钨约 83%，天

然石墨约 79%，精炼锗约 77%，稀土冶炼约 85%。自 2023 年 7 月对镓、锗实施出口许可以来，管制清单陆续

扩至石墨、锑、钨、稀土等品类，并对境外军用终端用户实施禁运。2026 年上半年中国对日重稀土及镓的出口

流量一度降至零。我国对钨粉实施出口管制后，钨粉占成本 60%至 70%的六氟化钨供给被反向卡脖子，日本近

30%的产能面临原料断供风险，国内产业链有望实现迅速替代。 

图表8： 中日出口管制大事记 

时间 主体 事件 

2023-07 中国 对镓、锗相关物项实施出口许可 

2023-12 中国 对石墨类物项实施出口管制 

2024-08 中国 对锑实施出口管制， 12 月对美禁运 

2025-02 中国 对钨、碲、铋、钼、铟实施管制 

2025-04 中国 对 7 类中重稀土物项实施逐案审批 

2025-11 日本 将 ArF 、 EUV 光刻胶纳入逐案审批，周期 30 天延至 90 天 

2026-02 中国 对日军用终端全面禁运，公布限制清单与观察清单 

2026-06 中国 将多家境外稀土企业列入管制名单 
 

资料来源：商务部公告，中信建投 
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筛选框架：以国产化剪刀差、日本垄断程度为标准，锁定景气度最高

环节  

我们筛选出 MFC、掩模板、静电卡盘产业链，具备三大共同特征，国产替代斜率为全链最陡。 

（1）需求随全球晶圆厂扩产、设备、零部件交付需求暴增；其中，国内设备整机厂已具备全球影响力，“两

长”陆续上市并规划大幅资本开支计划，设备厂在手订单大幅增长，进而传导至关键设备零部件的采购需求。 

（2）虽然核心材料如氧化锆、氮化铝均被日本垄断，同时其需添加的核心烧结稳定助剂，例如氧化钇等稀

土材料被我国垄断，随着出口管控升级，海外相关材料企业交期进一步拉长，反向加速国产相关企业验证及放

量。 

（3）MFC、空白掩膜板、静电卡盘等国产厂商均已打通从 0 到 1 的验证，正处从 1 到 N 放量前夜，多数

环节已有龙头公司绑定头部设备厂与晶圆厂。 

图表9： AI 需求传导、管制升级与 0→1 完成三线共振，国产替代进入放量前夕 

 

资料来源：中信建投绘制 

1、质量流量控制器（MFC）：半导体设备“毛细血管”，压电陶瓷成为放量胜

负手 

MFC（Mass Flow Controller）即质量流量控制器，是半导体设备控制气体流量输送的核心零部件。MFC

能够精准控制进入反应腔的气体流量，直接决定制程重复性与晶圆良率，广泛应用于刻蚀、沉积（CVD/ALD）、

扩散、清洗等前道制程设备，MFC 用量随腔体数量与气体种类增加而提升，占半导体设备价值量约 3-4%，对

应 2026 年国内市场空间约 70 亿元；除半导体领域外，MFC 也应用于 SOFC 等环节，总市场空间约 100 亿以

上。在常规场景下，MFC 使用寿命 3 至 5 年，但在腐蚀性与沉积性场景属消耗品，更换周期仅半年至 1 年；由

于其精度、重复精度、响应速度、密封与洁净度要求苛刻；导入需经“设备商样机测试（2-3 个月）进入供应清

单 + 晶圆厂验证认可”多重验证环节，方可被直接指定采购，先发绑定后客户不易更换。 

仅供内部参考，请勿外传



 

  

6 

电力设备 

 
行业动态报告 

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 

 

图表10： 国内主要设备零部件及材料企业验证及放量加速 

 
资料来源：中信建投绘制 

全球 MFC 及其核心压电陶瓷供给均高度被日本等垄断，海外交期接近一年，加快国产链替代。 

（1）MFC 全球市场被日本 Horiba（约 75%）、美国  MKS、Brooks 三家垄断 90%  以上；2024 年中国

大陆半导体前道 MFC 国产化率不足 3%,2025 年提升至 10%，2026 年有望进一步加速；高凯技术主攻半导体

级热式 MFC，适配 7nm 及以下制程；万讯自控压差式 MFC 由 Brooks 指导建设，国内客户验证中。 

（2）压电陶瓷为核心供应瓶颈，占 MFC 价值量约 20%，由日本京瓷、NEC 等垄断 95%以上。星源材质

收购邦瓷电子，国内唯一量产单层与多层压电陶瓷驱动器；上游氧化锆等陶瓷粉体环节则有望由国瓷材料等突

破布局。 

图表11： MFC 产业链重点公司梳理 

环节 国家 厂商 技术路线 核心客户 / 进展 

压电陶瓷 日本 京瓷、NEC - 市场份额超 95% 

 德国 PI -  

 中国 邦瓷电子（星源材质子公司） - 锂电点胶领域已批量销售；半导体送样陆续通过 

MFC 

日本 Horiba 中国 全球份额 75%以上；全球晶圆厂及设备商 

美国 MKS 热式 市场份额约 10%；全球晶圆厂及设备商 

美国 Brooks 压差式 市场份额不足 10%；全球晶圆厂及设备商； 

中国 华丞（非上市） 压差式 北方华创体系，MFC 处国内第一梯队 

中国 
高凯技术（上市） 热式为主 

中微参股；除 MFC 外，其他相关联流体控制零部件处于国

内第一梯队。 

中国 先导元创（非上市） 热式为主 先导系 

中国 冠华（非上市） 热式为主 拓荆系，产品品类主要覆盖 MFC 相关领域 

中国 芯笙微纳、蓝动精密（非上市） 热式为主 体量相对小 

中国 万讯自控（上市） 压差式 
具备多年工业自动化仪表技术积累；MFC 压力传感器已供应

海外设备龙头等；MFC 处于验证期 
 

资料来源：，高凯技术，星源材质，中信建投 

 

仅供内部参考，请勿外传



 

  

7 

电力设备 

 
行业动态报告 

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 

 

2、空白掩模板（Blank Mask）：光刻图形“底片”，空白/石英基板均被日韩

垄断 

掩模版是光刻工艺的图形转移母版，直接决定芯片制程精度与良率，随着制程升级、产能扩张，市场空间

量价齐升。掩模版又称光掩模版，被业内称为“芯片底片”，承载芯片图形设计与工艺信息，广泛应用于晶圆制

造、先进封装与平板显示环节。2026 年中国半导体掩膜版市场规模预计达 210 亿元，同比增长 12.3%，28n m 及

以下先进制程掩膜版涉及晶圆厂核心工艺机密，大部分由英特尔、三星、台积电、中芯国际等自建光罩厂（ in -

house）生产，占全球约 65%；28nm 以上制程掩膜版为降低成本倾向向独立第三方（Mask shop）采购。随着国

产半导体制程不断向 28nm及以下升级，单颗芯片掩膜层数从约 40 层提升至 60-80 层以上，掩膜价值量提升 2-

3 倍，叠加 CoWoS 等先进封装专用掩膜增量，需求不断提升。 

图表12： 掩模板 /空白掩模板产业链示意图 

 

资料来源：中信建投绘制 

光掩膜版主要分为晶圆厂自行配套（In-house）和第三方独立掩膜版生产商（Mask-shop）两大类，28nm

关键制程技术节点已相继突破，产能陆续投产。 

（1）Fab厂自行配套（In-house）：28nm及以下先进制程晶圆制造工艺复杂且难度大，且涉及晶圆制造厂

的重要工艺机密，因此头部晶圆厂所用掩模版大部分由内部生产，如英特尔、三星、SK 海力士、台积电、中芯

国际、长鑫、华虹等均由自制掩模版部门提供。 

（2）第三方掩模版厂（Mask-shop）：芯片制造厂商为降低成本，在满足技术要求下，因此 28nm 以上等较

为成熟制程所用掩模版更倾向于向独立第三方掩模版厂商进行采购。ci此前日本凸版、DNP 与美国福尼克斯三

家占据第三方掩模板 80%以上份额，但随着国产技术突破，国产化率不断提升，清溢光电 55nm Binary 已通过

客户验证，28nm 研发启动，佛山高端基地 2025 年底投产，路维光电 28nm 单片已供货，二期 14nm 产线 2026

年启动投建，龙图光罩 90nm 稳定量产，65 与 55nm 送样验证。 

空白掩膜版（Blank Mask）是半导体制造光刻掩膜版（Photo Mask) 的核心材料。空白掩膜版主要依托光

学基板材料、镀膜材料及光刻胶感光材料加工而成，并经过电子束在下游环节被加工为 EUV、DUV 及 Legacy 

等不同技术类型光掩膜版，最终广泛应用于半导体、平板显示等应用领域。空白掩膜版的光学性能与缺陷控制

水平，直接决定光刻制程的良率及终端电子产品性能。 

关键空白掩膜基板、石英基板、电子束光刻胶及缺陷检测设备等基本被日本垄断。（1）空白掩膜版：2026
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年中国半导体空白掩膜版市场规模预计约 40-50 亿元。目前被日韩垄断，其中 28nm 以下被日本完全垄断。聚

和材料收购韩国 SKE，成为国内唯一拥有量产级 DUV 空白基板并通过一线晶圆厂（海力士）、掩模板（新锐光、

迪思微、中微等）认证的厂商。（2）石英基板：目前被日本绝对垄断，国产正在攻关阶段。光刻级合成石英要

求 9 个 9 纯度，国内普遍停留在 5 个 9，菲利华、长飞石英、亨通等在高纯合成石英、抛光等环节攻关，以使其

达到半导体制程标准。其次，电子束光刻胶、光罩检测设备目前也全被日本垄断。 

图表13： 掩模板产业链重点公司梳理 

环节 国家 厂商 技术制程 技术核心进展 

石英基板 日本 豪雅、信越、尼康、东曹等 EUV、DUV 全球市场份额 100% 

中国 菲利华、长飞石英 - 送样验证中 

空白掩膜版 日本 豪雅 EUV、DUV 全球市场份额 50% 

日本 信越 EUV、DUV 全球市场份额约 20% 

日本 旭硝子 EUV 全球市场份额约 10% 

日本 Ulcoat DUV（Krf) 市场份额接近 10% 

韩国 S&S Tech DUV（Krf） 市场份额接近 10% 

中国 聚和材料（聚光/Lumina Mask） DUV（Hardmask/Arf/Krf，14~90nm) 前身为 SK Enpluse 旗下事业部 

保护罩 日本 三井化学 EUV、DUV 全球市场份额约 40% 

日本 信越化学 EUV、DUV 全球市场份额约 30% 

韩国 S&S Tech、Fine Semitech DUV 市场份额约 20% 

中国 芯链 DUV 送样通过 

光罩检测设备 日本 Lasertec EUV、DUV 市场份额接近 100% 
 

资料来源：，QY Reasearch，中信建投 

3、静电卡盘（ESC）：刻蚀沉积环节“吸盘"，氮化铝陶瓷被日本垄断 

静电卡盘（ESC）依靠静电吸附超薄晶圆并精准控温，是刻蚀、PVD、离子注入等半导体设备核心零部件。

静电卡盘是真空与等离子工艺设备的核心承载部件，直接决定晶圆吸附稳定性与温度均匀性，耗材属性显著。

静电卡盘（ESC）集成静电吸附、多区温控、氦气导热与射频偏置功能，应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等前

道核心设备；客户端验证周期普遍 2 至 3 年，先发绑定后不易更换，除设备厂外，晶圆厂也会常备静电卡盘。 

随着半导体扩产与制程升级，呈现量价齐升态势。当前行业对静电卡盘的市场规模数据差异较大，核心源

于统计口径不同，未来随着（1）半导体扩产带来静电卡盘新机配套需求增加，与存量替换需求释放共振；（ 2）

随着半导体制程升级，对晶圆平整度、温度均匀性要求越严苛，静电卡盘从单一夹持部件升级为工艺核心零部

件，对应多区温控精度、深冷冷却等结构愈发复杂，产品单价持续提升，行业市场规模增速更高。 

静电卡盘主要由电介质吸附层、电极层、基底层三部分组成，都以层状结构叠合在静电卡盘内，自表层到

底座依次为电介质吸附层、电极层和基底层。基座部分主要承担着散热与固定的作用，一般为陶瓷材料制成，

需保证其良好的导热性与硬度，通常选择氧化铝或氮化铝，平均约 2 年更换一次，其基体为高纯氧化铝或氮化

铝陶瓷，内部埋设数十路独立温控电极，材料、烧结与表面处理工艺构成极高壁垒。 

（1）主体以陶瓷粉体为主：以氧化铝陶瓷或氮化铝陶瓷作为主体材料，同时加入其他导电物质使得其总体

电阻率满足功能性要求，需深度了解陶瓷材料导热性，耐磨性及硬度指标。 
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（2）内部属于精密加工：静电卡盘对精度要求高，陶瓷层和金属底座结合要满足均匀性和高强度的要求，

需理解其结构设计和加工方式。 

（3）表面处理：静电卡盘表面需进行涂层处理，保证其耐高温，耐磨，使用寿命要求。 

图表14： 静电卡盘（ESC）产业链示意图 

 

资料来源：中信建投绘制 

全球静电卡盘市场形成“美系设备配套捆绑销售+日系第三方独立供应”的销售模式。（1）美系模式：应用

材料（AMAT）、泛林（Lam Research）等设备巨头自研静电卡盘，仅配套自家整机设备，不对外单独销售，合

计占据全球近 47%的市场份额，核心是保障整机系统完整性与利润最大化。（2）日系模式：NGK、TOTO 等专

业陶瓷厂商独立生产，同时向多家设备厂商与晶圆厂供货，覆盖新机配套与存量备件替换两大市场，是全球备

件市场的核心供应商。  

日企能够形成垄断，核心源于三重积累：（1）先进陶瓷材料工业沉淀，从上游粉体到中游烧结形成完整产

业集群；（2）与半导体设备厂数十年的协同开发，工艺适配性与客户粘性极强；（3）长周期认证形成的壁垒，

客户一旦导入不会轻易更换，市场地位持续固化。 

因此，静电卡盘厂商可先行通过设备配套进行验证交付，通过绑定国产刻蚀、沉积设备厂商，随整机同步

交付晶圆厂，该路径验证周期相对较短，由设备厂整体负责验证，是当前国产 ESC 放量的核心渠道，加快北方

华创、中微公司、拓荆科技等国产设备整机厂的零部件国产化进程；后续再通过直接对接晶圆厂，替换进口设

备的存量备件，该路径单价更高、利润更厚，存量市场空间大，但认证周期长、导入难度大，是中长期的增长

主力。 

国内氧化钇等稀土管控收紧，创造内粉体与卡盘环节创造切入窗口。由于高端氮化铝卡盘烧结需添加 3%

至 5%的高纯氧化钇作为烧结助剂，2025 年以来稀土出口管制令全球氧化钇供应紧张，据行业报道 2026 年 6 月

对日钇出口一度降至零，京瓷氮化铝产线减产 25%至 30%，上游粉体交付周期从 1 至 2 个月拉长至 6 至 7 个月，

高端卡盘交期进一步收紧，为国内先进陶瓷粉体与静电卡盘环节创造加速客户验证放量的绝佳窗口。 

全球 ESC 供给被日系高度垄断，国产化不足 10%，上游高纯陶瓷粉体与国产验证放量同等关键。 

（1）ESC 行业结构分化明显：高端 12 英寸、氮化铝与多区温控卡盘供给紧缺、均价上行，成熟产品面临

价格竞争。在单独销售零部件的企业中，日本 NGK Insulators、新光电气、TOTO、NTK CERATEC 与美国 Entegris

五家合计占全球销售额 75%，2025 年日本产量占全球 85%。 
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（2）国产企业验证放量加速：华卓精科覆盖刻蚀、PVD、离子注入全品类，供货中微公司、北方华创等头

部设备商，2025 年销售 870 个、相关收入超 1 亿元，进度国内领先；珂玛科技 8 英寸单极刻蚀 ESC 小批量交

付、12 英寸小规模量产，在建年产 2500 个项目预计 2028 年下半年落地；江丰电子拟投资 10 亿元建设年产 5100

个静电卡盘产业化项目，与韩国 KSTE 合作导入技术，2027 年达产率约 10%。上游高纯氧化铝、氮化铝粉体环

节有望由国瓷材料等突破布局。 

图表15： 静电卡盘（ESC）产业链重点公司梳理 

环节 国家 厂商 市场份额/进度 

陶瓷粉体 

（氮化铝/高

纯氧化铝） 

日本 德山 氮化铝约 65%-75% 

日本 住友化学 氮化铝约 6%；高纯氧化铝几乎垄断 

日本 东洋铝 / 赫格纳斯 / 丸和 约 11% / 7% / 5% 

中国 国瓷材料 已过验证、进入放量 

中国 中瓷电子、旭光电子、金博股份 验证中 

中国 旭光电子、金博股份 验证中 

静电卡盘

（ESC） 

美国 
AMAT（Applied Materials） 整机配套捆绑销售 

Lam Research 整机配套捆绑销售 

日本 SHINKO、TOTO、NGK、NTK、京瓷等 单独售卖零部件 

韩国 AEGISCO、MiCo Ceramics、KSTE INC 单独售卖；显示起步，突破半导体 

中国 

江丰电子 
引进韩国 KSTE 技术切入；拟定增 19.48 亿元，其中 10 

亿元投向年产 5100 个 ESC 产业化项目 

华卓精科 12 英寸氮化铝静电卡盘小批量量产 

珂玛科技 8/12 英寸量产验证 

臻宝科技 - 
 

资料来源：，QY Reasearch，中信建投 

 

风险分析 

1）需求方面：若 AI 资本开支增速放缓或库存回补结束，存储合约价涨幅收窄快于预期，将削弱晶圆厂扩

产与材料放量的持续性。 

2）供给方面：海外管制升级的双刃剑效应：出口管制若进一步极端化，短期可能抬升国内晶圆厂原材料获

取成本，扰动产线稼动率。 

3）国产验证进度不及预期：半导体产业链验证周期长，订单兑现节奏可能低于市场预期。 

4）产能扩张内卷风险：成熟制程材料环节可能出现国产厂商同质化扩产，导致价格竞争、毛利率承压。 

5）地缘政治与宏观波动：全球贸易摩擦、汇率及宏观流动性变化可能引发板块估值波动。 

  

仅供内部参考，请勿外传



 

  

11 

电力设备 

 
行业动态报告 

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 

 

分析师介绍 
朱玥  

中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021 年加入中信建投证券研究发展
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